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カーボンナノチューブ薄膜トランジスタ

(CNT TFT)は、高いキャリア移動度[1]、柔軟性、

化学的安定性を備え、フレキシブルな電子デバ

イスへの応用が期待されている。最近、高歩留

まりで均一な特性をもつ素子の作製が可能と

なりつつあり、集積回路の大規模化やアナログ

回路応用が検討され始めている。機能集積回路

の設計においては、トランジスタレベルでのモ

デル化とそれに基づいた回路シミュレーショ

ンが必須である。本研究では、CNT TFT の電気

的特性に基づくデバイスモデルを検討した。 

CNT TFT の構造を図 1 に示す。基板はポリ

エチレンナフタレート (PEN) 、チャネル材料

は半導体CNT、絶縁膜はAl2O3 (40 nm) である。

チャネル幅は 100 m、チャネル長は 5 ~ 100 m

である。 

CNT TFT の静特性を測定し、Shichman と

Hodges らの MOSFET モデル[2]をもとにして、

サブスレッショルド電流やオフ電流を表現す

るための修正を加え、デバイスモデルを構築し

た。測定された静特性およびそれに対してフィ

ッティングしたモデルを図 2に示す。考案した

モデルにより、出力特性及び伝達特性の再現が

可能であることを示している。また、n型 CNT 

TFT についても同様のモデルが適用可能であ

った。 

半導体 CNT は TASC より提供を受けた。ま

た、この研究の一部は、 JSPS 科研費、

JST/SICORP、JST/CRESTの成果である。 
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Figure 1 Schematic device structure. 

 

 

Figure 2 (a) ID-VDS and (b) ID-VGS characteristics 

of CNT TFT. 
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